
RFT SA418

Silizium- Epitaxie- Diode im Plastgehäuse für Anwendungen in der Digital-, NF- und
HF- Technik

Grenzwerte
bei Ja = 25°C

Sperrgleichspannung UR = 80V
Durchlaßgleichstrom IF = 100mA
Gesamtverlustleistung Ptot = 100mW
Betriebstemperatur Ja = -25 … +85°C
Sperrschichttemperatur  Jj = 125°C

Kennwerte
bei Ja = 25°C

Durchlaßgleichspannung
bei IF = 100mA UF  ≤ 1,2V
Sperrgleichstrom IR  ≤ 0,5uA
Nullpunktkapazität
bei UR = 0V, f=0,5MHz CO  ≤ 8pF
Sperrerholungszeit trr  ≤ 1000nS*)

*) beim Schalten von IF = 10mA auf UR = 6V,
   gemessen bei IR = 1mA; RL = 50 Ohm

Quelle:  Aktive elektronische Bauelemente – 1985 & 1989
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